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В данной работе обсуждаются элементный состав, механические 
свойства и топография поверхности структур металл/кремний, сформи­
рованных ионно-ассистированным нанесением 77, Со, Zr и Мо покрытий 
при ускоряющей разности потенциалов 3 кВ, интегральном потоке асси­
стирующих ионов 2-10 16 см"2и плотности ионного тока ~ 0,26 мкА/см . 
Давление в мишенной камере составляло ~10"2 Па. Элементный состав 
поверхности структур изучали методом POP ионов гелия в сочетании с 
компьютерным моделированием RUMP, механические свойства -  методом 
наноиндентирования, топографию поверхности -  с применением сканирую-
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Рис.] . Профили распределения ком- Рис.2. Трёхмерное изображение
понентов по глубине в структуре топографии поверхности Co/Si
Mo/Si структуры
Изучаемые Me/Si структуры содержат атомы осаждаемого металла, 
атомы технологических примесей II, С, О, источником которых является 
вакуум в мишенной камере, откачиваемой паромасляным насосом, и атомы 
Si из подложки (рис. 1). Толщина сформированных структур составляег ~ 50- 
100 нм. Установлено, что нанотвердость сформированных структур 3-10 раз 
больше нанотвердости исходного Si. Модуль Юнга структур меньше модуля 
Юнга поверхности Si. Средняя шероховатость исходного кремния весьма 
незначительна и составляет ~0.2 нм, а полная площадь фрагмента пракгиче- 
ски не отличается от нроекгивной площади. Шероховатость сформирован­
ных Me/Si структур увеличивается до 0.7-1.1 нм в зависимости от металла 
основы покрытия (рис. 2), а также увеличивается отношение полной площа­
ди поверхности к проективной до 1,007.
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